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 グラフェン中の電子輸送を制御する手段として、ひずみ導入による方法が注目されているが、

未だ詳しい研究はなされていない。グラフェンには、格子ひずみによって電子にベクトルポテン

シャルが働くという性質がある。[1] その結果、生じる擬似磁場は、伝導ギャップ形成へと繋げ

ることが可能である。[2] ここで擬似磁場の大きさは、ひずみ方位に大きく依存する。従って、

ひずみ関連の物理現象の更なる理解には、ひずみの結晶方位の決定は必要不可欠である。 

 従来、ひずみの結晶方位は偏光ラマン分光法により求められてきた。[3] 一軸ひずみ下におい

て、ラマンスペクトルの G バンドは二つのサブバンド（G+バンドと G-バンド）に分裂し、それ

らは異なる偏光依存性を持つ。この性質と偏光板の角度から、ひずみの結晶方位を求めることが

可能である。しかし、汎用型の顕微ラマン分光装置では、装置内の偏光板の角度を正確に知るこ

とは容易ではなく、その誤差がひずみ方位の精度に影響を与えるという問題があった。そこで本

研究では、偏光板の角度とひずみ方位を同時に決定する方法を開発することを目的とした。 

 我々の方法では、ラマンスペクトルの 2D バンドが

異なる偏光依存を持つ 3つのサブバンドに分裂すると

いう性質を使う。[4] G バンドと 2D バンドの偏光依存

を理論と比較することにより、ひずみ方位と偏光板の

角度の両方を求めることが出来る。このことを確かめ

るために、劈開したグラフェンと基板の間に、レジス

トで作製したナノ柱を挿入することで、グラフェンに

一軸ひずみを導入した。試料を回転させ、各バンドの

ピーク位置をプロットした結果が Fig. 1 である。ひず

み量が小さいため、どちらも分裂が見られなかった

が、回転角度rの関数でピーク位置に周期的な変調が

見られた。この結果より、ひずみ方位とジグザグ方向

の角度は 37.4°、偏光板とひずみ方向の角度は 87.7°

と求められた。後者は偏光板の大雑把な設定角度であ

る 90°に近い値である。 
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Fig. 1: Peak positions of (a) G and (b) 2D 
bands as a function of the rotation angle 
of the sample. The lines are results of 
fitting to theory. 
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